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Zpiisob odstranéni hmoty

Oblast techniky

Vynalez se tyka zplisobu rovnomémého odstranéni vrstev materialu z povrchu vzorkl, zejména
pak polovodi¢ovych zafizeni, pomoci odpraSovani povrchu vzorku skenovanim fokusovanym
iontovym svazkem.

Dosavadni stav techniky

Rostouci pozadavky na vykon polovodiCovych zafizeni a jejich neustalé zmenSovani vede
ktomu, ze jsou vytvafena polovodicova zafizeni s velmi vysokou hustotou polovodicovych
soucastek. V klasickych polovodi¢ovych zafizenich jsou polovodiCové soucastky umistény do
jednotlivych vrstev, které jsou umistény na sebe. Aby bylo mozné zobrazit a zkoumat
polovodicové soucastky umisténé v hlubsich vrstvach polovodicového zatizeni, napiiklad pro
analyzu poruch nebo reverzniho inzenyrstvi, je nutné nejprve odstranit hmotu polovodicového
zafizeni prekryvajici tyto soucastky.

Jednim ze zplsobt, kterym se doposud provadi odstraniovani hornich vrstev polovodicovych
zafizeni, je mechanické lesténi. Tento zpiisob je sice pomérné rychly, ale zanechava na povrchu
opracovaného zafizeni hluboké vrypy, které je nutné v dalsim kroku odstranit jinou technikou.
Mechanickym lesténim je zpravidla také dotcena a posSkozena pomémé velka oblast
polovodicového zatizeni.

Dal§im zplsobem odstranéni materialu polovodi¢ového zafizeni je odpraSovani pomoci svazku
¢astic s velkou hybnosti. Pii narazu castice s velkou hybnosti do povrchu vzorku dojde
k vyrazeni ¢asti hmoty z povrchu vzorku, neboli k odprasovani. Tohoto efektu je vyuzito
napiiklad u takzvanych iontovych lesticek se Sirokym iontovym paprskem (BIB). Takove
zafizeni zpravidla obsahuje zdroj iontl a prostfedky pro vedeni paprskdl iontd smérem
k polovodicovému zatizeni. Nevyhodu tohoto zafizeni je, Ze pii rlzné odprasovaci rychlosti
materiald mize dojit k vytvofeni nezadoucich nerovnosti na opracovavaném povrchu.
K eliminaci téchto nerovnosti je s Uspéchem vyuZivano rotace a piipadné i naklon vzorku
v pribéhu odprasovani, jak je popsano v patentové piihlasce US 20120298884 Al. Priabch
odprasovani je pak moZné sledovat pomoci optické mikroskopie, nebo pomoci skenovaciho
elektronového mikroskopu (SEM). Nevyhodou optické mikroskopie je nizké rozliseni, které
neumoznuje rozeznat detailni struktury polovodi¢ového zatizeni. Oproti tomu SEM poskytuje
dostate¢né rozliSeni. Nevyhodou SEM je, Ze pii le§téni pomoci BIB dochazi k uvolnéni velkého
mnozstvi signalnich ¢astic z odpraSované oblasti, coz zplsobuje velké ruseni na detektoru a
znemoznuje zobrazeni této oblasti. Pokud ma byt vzorek dobte pozorovatelny pomoci SEM, musi
byt navic ve stacionarni poloze vii¢i skenovacimu mikroskopu a nemél by byt soucasné ozafovan
pomoci BIB. Zatizeni zahrnujici soucasné pouziti SEM a BIB je popsano napiiklad v patentové
prihlasce US 20120298884 Al, nicméné SEM v ptipadé narokovaného zafizeni neslouzi
k pozorovani povrchu béhem odprasovani, ale k urceni koncového bodu odprasovani pomoci
prostorové distribuce signalnich elektrond.

Vyse zminéné nedostatky je mozné odstranit pomoci odprasovani materialu z povrchu pomoci
fokusovaného iontového svazku (FIB). FIB na rozdil od BIB je sbihavy svazek koncentrujici
ionty dopadajici na vzorek do velmi malé oblasti. V soucasné dob¢ je béZznou praxi vyuzivani
FIB k odpra§ovani malych objemti materidlu (tzv. sputtering). V polovodiCovém primyslu je
ovSem kladen dlraz na odprasovani mnohem vétSich ploch, respektive objemil (tzv. delayering),
a to zpovrchl polovodiCovych zafizeni, které obecné obsahuji vice komponent s rtiznou
odprasovaci rychlosti. Pfi odprasovani mnohdy dochazi k tomu, Ze v disledku rlznych
odpraSovacich rychlosti vznikaji na povrchu nerovnosti piekazejici dal§imu zkoumani. Tyto
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nerovnosti jsou v praxi ¢asto redukovany naptiklad vhodné nastavenou detekci koncového bodu
nebo pouzitim plynti pro homogenizaci povrchu pied nebo béhem odpraSovani. Tyto metody jsou
viak zpravidla pomérné Gasové naroéné a vyzaduji zkuSeného operatora. Casto je také nutné
upravovat parametry systému v pribéhu odpraSovani. Zna¢nou vyhodou by bezesporu byla i
vizualizace odprasovani SEM, a to z dlivodu vysokého rozliSeni, nebo vyuZiti odpraSeného
materialu (Castic) k dodateCnym analyzam na zaklad¢ jejich vlastnosti.

Podstata vynalezu

Predmétem vynalezu je zplsob odstranéni jedné nebo nékolika vrstev hmoty z vybrané oblasti na
vzorku odprasovanim pomoci skenovani povrchu vzorku fokusovanym iontovym svazkem (FIB)
spocivajici v tom, Ze vybrana oblast je odprasovana z vice smérti pod malym thlem tak, Ze v
prvnim kroku je vzorek umistén do prvni polohy viici FIB a prvni skenovaci oblast, zahrnujici
vybranou oblast, je odprasovana v prvnim sméru pomoci FIB a v nejméné jednom dal§im kroku
je vzorek umistén do druhé polohy vii¢i FIB a druha skenovaci oblast, zahrnujici vybranou
oblast, je odprasovana pomoci FIB, pficemZ prvni smér odpra§ovani a druhy smér odprasovani
jsou vzajemné pootoCeny. Osa iontového tubusu vytvarejiciho FIB a normala vybrané oblasti
sviraji thel a o velikosti mezi 70-90 stupni.

Zptsob provedeni podle vynalezu zahrnuje prvni krok, ve kterém je vzorek umistén do prvni
polohy vii¢i FIB. Nasledné je v prvni poloze prvni skenovaci oblast na vzorku odprasovana
pomoci FIB. Zplsob provedeni dale zahrnuje nejméné jeden druhy krok, ve kterém je vzorek
umistén do druhé polohy vi¢i FIB. Ve druhé poloze je druha skenovaci oblast na vzorku
odprasovana pomoci FIB. Druhd poloha miiZze byt vi¢i prvni poloze otocena okolo normaly
kolmé k povrchu vzorku o uhel B, pticemz se skenovaci oblasti alespon ¢astecné piekryvaji.
V piekryvu skenovacich oblasti se naléza vybrana oblast. Jako uhel otoCeni P je v textu rozumén
uhel svirany dvéma priméty os FIB do roviny povrchu vybrané oblasti v jednotlivych polohach,
neboli mezi sméry odprasovani. Tyto kroky mohou byt opakovany do doby, nez je vytvotfen ve
vybrané oblasti ptiblizné rovny a hladky povrch v pozadované hloubce, naptiklad v pfedem
uréené vrstve polovodiCového zafizeni. V idealnim piipad¢ jsou jednotlivé polohy vzdy otoceny
o stejny thel oproti poloze piedeslé. Vsechny polohy mohou byt navic naklonény o stejny tihel o,
ktery je sviran normalou vybrané oblasti a osou FIB. Odprasovanim vzorku pod thlem « z vice
sméri se vyrazné redukuje vytvareni povrchovych nerovnosti pii odpraSovani komponent
s riiznou odprasovaci rychlosti.

Skenovanim, ve smyslu vynalezu, se rozumi systematické a postupné piejizdéni FIB ve
skenovaci oblasti na vzorku. Toto skenovani probiha tak, ze FIB opisuje zpravidla linearni drahu
a dostane-li se na okraj skenovaci oblasti, posune se nebo zméni smér a zacne opisovat dalsi
linearni drahu a to do doby, neZ je oskenovana cela skenovaci oblast.

Hmota vzorku mtize byt sloZzena ze dvou a vice komponent majicich riznou odprasovaci
rychlost. Tyto komponenty mohou byt tvofeny stejnym materialem obsahujicim napiiklad ¢astice
s riznou prostorovou orientaci nebo mohou byt tvofeny vice rliznymi materialy. Vzorkem miize
byt naptiklad polovodiCové zafizeni. V polovodiCovém zafizeni jsou b&zné pouzivanymi
materialy zejména méd’, tantal, kiemik, oxid kiemicity, galium, arsen a dalsi.

Opracovavany vzorek je zpravidla umistén ve vakuové komote na tlozné plose umisténé na
manipulacnim stolku. Manipula¢ni stolek mlize byt uzplisoben k rotaci kolem normaly povrchu
vzorku.

FIB je charakterizovan osou FIB, urychlovaci energii a druhem pouzitych iontt. Urychlovaci
energic bézn¢ pouzivané pro odprasovani mohou byt vrozmezi 1-30 keV. Nejcastéji
pouzivanymi ionty jsou ionty Ga tvoiené iontovym zdrojem na bazi tekutého kovu nebo ionty
Xe tvofené plazmovym iontovym zdrojem. Existuji vSak i jiné, moderni iontové zdroje, jako
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napiiklad zdroje vyuZivajici ionizaci laserem chlazené¢ho atomického paprsku (tzv. Cold atomic
beam ion source), umoznujici vytvaret Siroké spektrum riiznych iontd.

Zména polohy vzorku mezi jednotlivymi polohami miize probihat za nepferusovaného skenovani
vzorku nebo s pferusenym skenovanim v pribéhu zmény polohy. Nepireru§eného skenovani
mize byt vyuzito zejména v pfipadé, kdy je vzorek presunut mezi polohami rotaci kolem
normaly vybrané oblasti vzorku.

Zatizeni k provadéni vynalezu mize dale zahrnovat alespon jeden detektor signalnich castic.
Signalni c¢astice vzniklé postupnym odpraSovanim pii skenovani povrchu skenovaci oblasti
mohou byt timto detektorem detekovany. Signal vytvoreny témito ¢asticemi mlze byt zpracovan
technickymi prostfedky pro vyhodnoceni a zobrazeni signalu, které mtZe nasledné generovat a
zobrazovat dvourozmérny obraz skenované oblasti na vzorku v pribéhu odstraiovani vrstev.

Dale mtize byt zafizeni vybaveno alespon jednim dal§im zafizenim generujicim svazek nabitych
¢astic. Timto zafizenim miZze byt napfiklad skenovaci elektronovy mikroskop nebo skenovaci
iontovy mikroskop. Princip vyuZiti skenovaciho mikroskopu pro ziskdni obrazu povrchu
skenované oblasti je vSeobecné znamy. V zafizeni pro provadéni zplsobu podle vynalezu
vybaveném elektronovym skenovacim mikroskopem je mozné vyuzit sekundarnich anebo zpétné
odrazenych elektronli pro pozorovani odprasovani vzorku v ptipadé, kdy neni vzorek vystaven
FIB. V piipadé, ze je skenovaci elektronovy mikroskop dale vybaven zafizenim pro filtraci
signalnich ¢astic je mozné pouZivat toto zafizeni i pfi soucasném skenovani pomoci FIB. Zatimco
dopadajici FIB produkuje iontové indukované sekundarni elektrony a sekundéarni ionty,
elektronovy svazek dopadajici na vzorek produkuje sekundarni elektrony a zpétné odrazené
elektrony. Vzhledem k tomu, Ze se sekundarni a zpétné odrazené elektrony lisi svoji energii a
trajektorii, je mozné pomoci filtrace tyto ¢astice oddélit a detekovat na detektoru pouze zpéiné
odrazené elektrony. Diky tomu je mozné pozorovat povrch vzorku skenovacim elektronovym
mikroskopem i v pribchu odprasovani FIB.

Objasnéni vykresu

Obr. 1 Zafizeni pro provedeni vynalezu

Obr. 2 Odprasovani vzorku se dvéma komponentami

Obr. 3 Zptsob provedeni vynalezu

Obr. 4 Dalsi zpiisob provedeni vynalezu

Obr. 5 Priklady vysledkd provedeni vynalezu

Obr. 6 Zatizeni pro provedeni vynalezu zahrnujici detektor

Obr. 7 Zatizeni pro provedeni vynalezu zahrnujici skenovaci elektronovy mikroskop

Priklady uskute¢néni vynalezu

Na obr. 1 je schematicky znazornéno zatizeni k provadéni vynalezu. Zafizeni zahrnuje iontovy
tubus 1 pro vytvareni a vedeni fokusovaného iontového svazku majici osu 2. Podél osy 2 miize
byt sifen fokusovany iontovy svazek smérem na vzorek 3. Vzorkem 3 muiZze byt napiiklad
polovodicové zafizeni. Vzorek 3 je umistén na ulozné plose 4, ktera mtize byt oddélitelna nebo
neoddélitelna od manipula¢niho stolku 5. Manipula¢ni stolek 5 a iontovy tubus 1 jsou alesponi
¢asteCn¢ umistény uvniti vakuové komory 16. Dale je manipulacni stolek 5 vybaven pohybovym
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mechanizmem umoZziujicim rotacni pohyb kolem normaly 6 povrchu vzorku 3. Normala 6
povrchu vzorku 3 svira s osou 2 thel o, ktery mize byt vrozmezi 70 az 90 stupnid. Pritom
zpravidla plati, ze ¢im vys$§i je thel alfa, tim rovnéjsiho povrchu Ize dosahnout. Z tohoto pohledu

s

se jevi jako nejvhodnéjsi thel o o velikosti priblizné 87 stupndi.

Obr. 2a ukazuje schematicky odprasovani vzorku 3 vprvnim sméru. Vzorek 3 obsahuje
komponenty 7a, 7b s vy§si odprasovaci rychlosti a komponentu 8 s niZ$i odprasovaci rychlosti.
Pfi odprasovani v prvnim sméru je komponenta 7a s vy$§i odprasovaci rychlosti odprasovana
rychleji nez komponenta 8 s niz§i odprasovaci rychlosti. Komponenta 7b s vyS$§i odprasovaci
rychlosti je v zakrytu komponenty 8 sniz§i odpraSovaci rychlosti a pfesto, Ze ma vySsi
odprasovaci rychlost nez komponenta 8 s niz§i odprasovaci rychlosti, je odstranovana piiblizn¢
stejnou rychlosti jako komponenta 8 s niz§i odprasovaci rychlosti.

Obr. 2b ukazuje schematicky dal$i krok odprasovani vzorku 3, tedy odprasovani ve druhém
sméru. Vzorek obsahuje dvé komponenty 7a, 7b s vyss$i odpra§ovaci rychlosti a komponentu 8
s niz§1 odprasovaci rychlosti. Komponenta 7b s vys$§i odprasovaci rychlosti je odprasovana
rychleji nez komponenta 8 sniz§i odpraSovaci rychlosti. Naopak komponenta 7a s vyssi
odprasovaci rychlosti je stinéna komponentou 8 s niz§i odprasovaci rychlosti a k odprasovani
témét nedochazi az do doby, neZz je komponenta 8 sniz§i odpraSovaci rychlosti odpraSena
ptiblizné na troven komponenty 7a s vyssi odprasovaci rychlosti.

Obr. 3 schematicky znazoriuje zplsob provedeni, kdy prvni skenovaci oblast 9a vzorku 3
umistén¢ho na ulozné plose 4 je v prvnim kroku odpraSovana fokusovanym iontovym svazkem v
prvnim sméru 2a odprasSovani. Ve druhém kroku je vzorek 3 umistén do druhé polohy a druha
skenovaci oblast 9b je odpraSovana v druhém sméru 2b odpraSovani, pficemz sméry 2a, 2b
odprasovani jsou priméty osy 2 fokusovaného iontového svazku do roviny kolmé na normalu 6
povrchu vzorku 3 a sviraji uhel B o velikosti 45 stupiidi. V priniku skenovacich oblasti 9a, 9b se
naléza vybrana oblast 10.

Obr. 4 zobrazuje dalsi zptlisob provedeni, kdy je vzorek 3 odprasovan fokusovanym iontovym
2a, 2b, 2¢, 2d, 2e. 2f, 2¢. 2h odprajovani sviraji mezi sebou navzajem thel B o velikosti 45
stupiiti nebo jeho nasobky.

Vzorek 3 je umistén na tlozné plose 4, kterd umoziuje kromé rotace kolem normaly 6 také
posuvy ve sméru os x a y. Osy x, y jsou na sebe navzajem kolmé. Posuv a rotace uloZzné plochy 4
nebo manipulacniho stolku 5 umoznuji snadno vytvaret vice diskrétnich vybranych oblasti 10 na
vzorku 3.

Ve vysledku 11a provedeni je vzorek 3 odprasovan ve 4 smérech, které mezi sebou vzajemné
sviraji nasobky uhlu B o velikosti 90 stupnd.

V dal$im vysledku 11b provedeni je vzorek 3 odprasovan ze 4 smérd, kdy prvni smér s druhym
smérem a tieti smér se ¢tvrtym smérem mezi sebou sviraji thel f§ o velikosti 45 stupiii a druhy
smér s tetim smérem a ¢tvrty smér s prvnim smérem thel P o velikosti 135 stupiid.

V dal$im vysledku 11c provedeni je vzorek 3 odprasovan v 6 smérech, kdy prvni smér s druhym
smérem, tieti smer se Ctvrtym smerem, ¢tvrty smér s patym smérem a §esty smer s prvnim mezi
sebou sviraji tthel B o velikosti 30 stupnil a druhy smér s tietim smérem a paty smér s Sestym
smérem thel B o velikosti 120 stupnd.

V dal§im vysledku 11d provedeni je vzorek 3 odprasovan v 6 smérech, které mezi sebou
vzajemn¢ sviraji nasobky tihlu [ o velikosti 60 stupnti.
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V dal§im vysledku 1le provedeni je vzorek 3 odprasovan v 10 smérech, které mezi sebou
vzajemn¢ sviraji nasobky tihlu [ o velikosti 36 stupnti.

V dal$im vysledku 11f provedeni je vzorek 3 odpraSovan kontinualn¢ v prib&hu rotace vzorku 3
kolem normaly 6 piislusného bodu ve vybrané oblasti 10.

Obr. 6 ukazuje schematicky dalsi zafizeni k provedeni vynalezu. Toto zafizeni je, na rozdil od
zafizeni na obr. 1, vybaveno navic detektorem 13 signalnich castic 12. Detektor 13 je umistén
uvniti vakuové komory 16. Signalni Castice 12, které vznikaji pti odprasovani povrchu vzorku 3
fokusovanym iontovym svazkem je mozné detektorem 13 zachytit. Signalni Castice 12 na
detektoru 13 vytvafi signal, ktery je technickymi prosttedky 14 pro vyhodnoceni a zobrazeni
signalu pfeveden do podoby obrazu povrchu vzorku 3. Takto je mozné pozorovat vzorek 3
béhem odprasovani. Signalnimi c¢asticemi 12 mohou byt sekundarni ionty nebo iontove
indukované sekundarni elektrony.

Obr. 7 ukazuje schematicky dalsi zafizeni k provedeni vynalezu. Na rozdil od provedeni na obr. 6
zafizeni zahrnuje skenovaci elektronovy mikroskop 15 umoznujici vytvaret elektronovy svazek a
smérovat jej na vzorek 3 podél osy 17 elektronového mikroskopu 15. Skenovaci elektronovy
mikroskop 15 dale umoziuje vychylit elektronovy svazek smérem od osy 17 elektronového
mikroskopu 15 a skenovat jej po povrchu vzorku 3. Elektronovy svazek pii kontaktu se vzorkem
3 wvytvari signalni ¢astice 12 skladajici se zejména ze sekundarnich elektron 18, zpétné
odrazenych elektrondi 19 a dalSich. V provedeni zafizeni podle obrazku 7 je dale detektor 13
signalnich ¢astic 12 umistén uvniti tubusu skenovaciho elektronového mikroskopu 15. Detektoru
13 je predirazeno filtracni zatizeni 20, které ma v tomto piipad¢ podobu mrizky piipojené ke
zdroji napéti umoziujici rozdélit signalni ¢astice 12 tak, ze pouze zpétné odrazené elektrony 19
mohou dosahnout detektoru 13, zatimco sekundarni elektrony 18 jsou filtraCnim zafizenim 20
odklonény. Zpétn¢ odrazené elektrony 19 je tedy mozné detekovat i pii skenovani skenovacim
elektronovym mikroskopem 15 a souCasném odpraSovani pomoci fokusovaného iontového
svazku.

PATENTOVE NAROKY

1. Zplsob odstranéni hmoty z vybrané oblasti (10) na vzorku (3) odprasovanim pomoci
skenovani povrchu vzorku (3) fokusovanym iontovym svazkem vyznadujici se tim, Ze vybrana
oblast (10) je odprasovana nejméné¢ ze dvou rlznych smérldl (2a, 2b, 2¢, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h)
odprasovani tak, ze

v prvnim kroku je vzorek (3) umistén do prvni polohy vii¢i fokusovanému iontovému svazku a
vybrana oblast (10) je odprasovana v prvnim sméru (2a, 2b, 2¢, 2d, 2¢, 2f, 2g, 2h) odprasovani
fokusovanym iontovym svazkem;

v ngjméné jednom dal§im kroku je vzorek (3) umistén do druhé polohy vii¢i fokusovanému
iontovému svazku a vybrana oblast (10) je odprasovana ve druhém sméru (2a, 2b, 2¢, 2d, 2e, 2f,
2g, 2h) odprasovani fokusovanym iontovym svazkem;

pricemz prvni smér (2a, 2b, 2¢, 2d, 2¢, 2f, 2g, 2h) odprasovani a druhy smér (2a, 2b, 2¢, 2d, 2e,
2f, 2g, 2h) odpraSovani jsou vzajemn¢ otoCeny o thel B;

a soucCasn¢ uhel a, ktery svira normala (6) vybrané oblasti (10) s osou (2) zatizeni je vetsi nez 70
stupni a mensi nez 90 stupiidl.
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2. Zplsob odstranéni hmoty podle naroku 1 vyznadujici se tim, Ze zména polohy vzorku (3)
vici fokusovanému iontovému svazku probiha oto¢enim vzorku (3) kolem normaly (6) vybrané
oblasti (10).

3. Zpusob odstranéni hmoty podle naroku 1 nebo 2 vyznacujici se tim, Ze velikost tthlu o je ve
vSech polohach stejna.

4. Zplsob odstranéni hmoty podle kteréhokoli z narokti 1 az 3 vyznacujici se tim, Ze vybrana
oblast (10) je odprasovana alesponi ze Ctyf smera.

5. Zptsob odstranéni hmoty podle naroku 1 az 4 vyznacujici se tim, Ze alespon 2 sméry (2a,
2b, 2¢, 2d, 2¢, 21, 2g, 2h) odprasovani jsou vzajemné otoCeny o thel o velikosti 45 stupniti.

6. Zptsob odstranéni hmoty podle naroku 1 az 5 vyznaédujici se tim, Ze zména polohy vzorku
(3) zafizeni vi¢i fokusovanému iontovému svazku probihd za soucasného odprasovani
skenovanim povrchu vzorku (3) fokusovanym iontovym svazkem.

7. Zplsob odstranéni hmoty podle kteréhokoliv z narokd 1 az 6 vyznadujici se tim, Ze
odprasovana hmota vzorku obsahuje alespon jednu komponentu (8) s niz§i odprasovaci rychlosti
a jednu komponentu (7a, 7b) s vys§i odprasovaci rychlosti.

8. Zpisob odstranéni hmoty podle kteréhokoliv z naroki 1 az 7 vyznadujici se tim, Ze alespon
¢ast signalnich ¢astic (12) vznikajicich béhem odprasovani je detekovana na detektoru (13) a ze
ziskan¢ho signalu je vytvoren obraz povrchu vzorku (3).

9. Zplsob odstranéni hmoty podle kteréhokoliv z narokil 1 az 7 vyznaéujici se tim, Ze povrch
vzorku (3) je skenovan elektronovym svazkem a vznikajici signalni ¢astice (12) jsou filtrovany a
zpétn¢ odrazené elektrony (19) jsou detekovany na detektoru (13) a ze ziskaného signalu je
vytvoteny obraz povrchu vzorku (3).

10. Zptlsob odstranéni hmoty podle naroku 8 a 9 vyznaéujici se tim, Ze zobrazovani vytyCené
oblasti (10) pomoci detekce alespon Casti signalnich elektrond (12) probiha nepferu$ované po
celou dobu odprasovani vzorku (3) fokusovanym iontovym svazkem.

11. Zpasob odstranéni hmoty podle kteréhokoliv z narokli 1 az 10 vyznadujici se tim, Ze

vzorek (3) je polovodiCové zatizeni.

Seznam vztahovych znacek

1 - Iontovy tubus

2-0sa

2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h - Smér odprasovani

3 - Vzorek

4 - Ulozna plocha

5 - Manipula¢ni stolek

6 - Normala vybrané oblasti

7a, 7b - komponentou s vy$si odpraSovaci rychlosti
8 - Komponenta s niz§i odprasovaci rychlosti

9, 9a, 9b - Skenovaci oblast

10 - Vybrana oblast

11a, 11b, 11¢, 11d, 11e, 11f - Vysledek provedeni
12 - Signalni ¢astice

13 - Detektor

14 - Technické prosttedky pro vyhodnoceni a zobrazeni
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15 - Skenovaci elektronovy mikroskop
16 - Vakuova komora

17 - Osa elektronového mikroskopu
18 - Sekundarni elektrony

19 - Zpétné odrazené elektrony

20 - Filtra¢ni zafizeni
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